
 

ADP-AA3T115CY-J-C-2 

1.31 µm SOA (チップキャリアタイプ) AA3T115CY 

AA3T115CYは⾼利得、低偏波依存利得の1.3 μ m帯半導体光増幅器（SOA :Semiconductor Optical Amplifier）
です。SOA素子はAlN製1.1 × 2.0 mmサブマウントに搭載されたチップキャリアタイプの製品です。 

特⻑  
・ 利得 ︓18 dB 
・ 偏波依存利得 (PDG) : 1.5 dB 
・ 低消費電⼒︓0.18 W 

用途  
・ 光トランシーバ 
・ プリアンプ 

外形寸法 (単位: mm)  

絶対最大定格（Tsub=25°C） 

項目 記号 定格 単位 
SOA順電流 IF 350 mA 
SOA逆電圧 VR 2 V 
保存温度 *1 Tstg -40 to +85 °C 

はんだ付け温度 
        300°C 
            200°C 
            120°C 

- 

 
< 20 
< 2 

< 100 

 
s 

hour 
hour 

静電気放電 (ESD:人体モデル) ESD 500 V 
*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。 
*1 結露なきこと 

 

(SOA 素子拡大) 

 

 



 

ADP-AA3T115CY-J-C-2 

光学的・電気的特性 (Tsub=25°C)  
項目 記号 測定条件 Min. Typ. Max. 単位 

光学利得 G IF=120 mA, λin=1310 nm, Pin=-25 dBm  18  dB 

偏波依存利得 PDG IF=120 mA, λin=1310 nm, Pin=-25 dBm  1.5  dB 

飽和出⼒ PS IF=120 mA, -3 dB, λin=1310 nm  7  dBm 

雑音指数 NF IF=120 mA, λin=1310 nm, Pin=-25 dBm  7  dB 

放射広がり角（水平方向） θt IF=120 mA, FAHM  21  deg. 

放射広がり角（垂直方向） θp IF=120 mA, FAHM  29  deg. 

光出⼒ PASE IF=120 mA 0.7 0.9 1.9 mW 

順電圧 VF IF=120 mA 1.0 1.1 1.5 V 

*測定データは測定系に依存するため実際とは相違がある場合があります。また、⻑期信頼性の観点から気密封⽌でのご使⽤を推奨します。 

 
代表的特性 
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